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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板と、
　前記絶縁基板上に形成される電源電圧用電極と、
　前記電源電圧用電極上に形成され、絶縁層からなる遮断層と、
　前記遮断層上に形成されている多結晶シリコン層と、
　前記多結晶シリコン層上に形成されている第１絶縁膜と、
　前記第１絶縁膜上に形成されているゲート配線と、
　前記ゲート配線上に形成されている第２絶縁膜と、
　前記第２絶縁膜上に形成されており、第１部分と第２部分とを有するデータ配線と、
　前記データ配線の前記第１部分と連結されている画素電極と、
　前記画素電極上部に形成されている有機発光層と、
　前記有機発光層の領域を限定している隔壁と、
　前記有機発光層と接している共通電極と、
　を含み、
　前記電源電圧用電極は、複数の前記画素電極と重なるように前記絶縁基板の上部面の全
体に面状に形成されており、
　前記遮断層は前記電源電圧用電極の一部分を露出させる開口部を有し、
前記第１絶縁膜及び前記第２絶縁膜は、前記開口部を通じて前記電源電圧用電極の露出さ
れた部分を露出させる接触孔を有し、
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　前記データ配線の前記第２部分は、前記開口部と前記接触孔を通じて前記電源電圧用電
極と連結される有機発光表示板。
【請求項２】
　前記開口部の幅は前記接触孔の幅より大きい請求項１に記載の有機発光表示板。
【請求項３】
　前記多結晶シリコン層は第１、第２トランジスタ部と、第２トランジスタ部と連結され
ている維持電極部とを含み、
　前記ゲート配線は前記第１、第２トランジスタ部及び前記維持電極部とそれぞれ重なる
第１、第２ゲート電極及び維持電極を含み、
　前記データ配線はデータ線と、前記データ線及び前記第１トランジスタ部のソース領域
と連結されている第１ソース電極と、前記第１トランジスタ部のドレーン領域及び前記第
２ゲート電極と連結されている第１ドレーン電極と、前記電源電圧用電極及び前記第２ト
ランジスタ部のソース領域と連結されている第２ソース電極と、前記画素電極及び前記第
２トランジスタ部のドレーン領域と連結されている第２ドレーン電極を有する請求項１に
記載の有機発光表示板。
【請求項４】
　前記画素電極は前記データ配線と同一物質で形成される層からなる請求項３に記載の有
機発光表示板。
【請求項５】
　前記電源電圧用電極と前記第２ソース電極との間に形成されている電源電圧用補助電極
をさらに含む請求項３に記載の有機発光表示板。
【請求項６】
　前記隔壁は黒色感光剤で形成された請求項１に記載の有機発光表示板。
【請求項７】
　絶縁基板と、
　前記絶縁基板上に形成される電源電圧用電極と、
　前記電源電圧用電極上に形成され、絶縁層からなる遮断層と、
　前記遮断層上に形成されている多結晶シリコン層と、
　前記多結晶シリコン層上に形成されている第１絶縁膜と、
　前記第１絶縁膜上に形成されているゲート配線と、
　前記ゲート配線上に形成されている第２絶縁膜と、
　前記第２絶縁膜上に形成されており、第１部分と第２部分とを有するデータ配線と、
　前記データ配線の前記第１部分と連結されている画素電極と、
　前記画素電極上部に形成されている有機発光層と、
　前記有機発光層の領域を限定している隔壁と、
　前記有機発光層と接している共通電極と、
　を含み、
　前記電源電圧用電極は、前記有機発光層に対応する部分に前記有機発光層から発生する
光を透過させる透過部を有し、
　前記電源電圧用電極は、複数の前記画素電極と重なるように前記絶縁基板上に面状に形
成されており、
　前記遮断層は前記電源電圧用電極の一部分を露出させる開口部を有し、
　前記第１絶縁膜及び前記第２絶縁膜は、前記開口部を通じて前記電源電圧用電極の露出
された部分を露出させる接触孔を有し、
　前記データ配線の前記第２部分は、前記開口部と前記接触孔を通じて前記電源電圧用電
極と連結される有機発光表示板。
【請求項８】
　前記開口部の幅は前記接触孔の幅より大きい請求項７に記載の有機発光表示板。
【請求項９】
　絶縁基板と、
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　前記絶縁基板上に形成される電源電圧用電極と、
　前記電源電圧用電極上に形成され、絶縁層からなる遮断層と、
　前記遮断層上に形成されている多結晶シリコン層と、
　前記多結晶シリコン層上に形成されている第１絶縁膜と、
　前記第１絶縁膜上に形成されているゲート配線と、
　前記ゲート配線上に形成されている第２絶縁膜と、
　前記第２絶縁膜上に形成されており、第１部分と第２部分とを有するデータ配線と、
　前記データ配線の前記第１部分と連結されている画素電極と、
　前記画素電極上部に形成されている有機発光層と、
　前記有機発光層の領域を限定している隔壁と、
　前記有機発光層と接している共通電極と、
　を含み、
　前記電源電圧用電極は、少なくとも前記多結晶シリコン層の一部に対応する位置に形成
されている第１開口部を有し、
　前記電源電圧用電極は、複数の前記画素電極と重なるように前記絶縁基板上に面状に形
成されており、
　前記遮断層は、前記電源電圧用電極の一部分を露出させる第２開口部を有し、
　前記第１絶縁膜及び前記第２絶縁膜は、前記第２開口部を通じて前記電源電圧用電極の
露出された部分を露出させる接触孔を有し、
　前記データ配線の前記第２部分は、前記第２開口部と前記接触孔を通じて前記電源電圧
用電極と連結される有機発光表示板。
【請求項１０】
　前記第２開口部の幅は前記接触孔の幅より大きい請求項９に記載の有機発光表示板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機発光表示板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、有機発光装置は蛍光性有機物質を電気的に励起発光させて画像を表示する表示
装置であって、正孔注入電極（アノード）及び電子注入電極（カソード）とこれらの間に
形成されている有機発光層を含み、有機発光層に電荷を注入すれば電子と正孔が対となっ
た後、消滅しながら発光する自己発光型表示装置である。この時、有機発光層の発光効率
を向上させるために、電子輸送層（ＥＴＬ）及び正孔輸送層（ＨＴＬ）などを含む構成と
することができ、電子注入層（ＥＩＬ）と正孔注入層（ＨＩＬ）などをさらに含む構成と
することができる。マトリックス状に配列されている有機発光セルを駆動する方法として
、単純マトリックス方式と薄膜トランジスタを利用した能動マトリックス方式がある。
【０００３】
　単純マトリックス（ｐａｓｓｉｖｅ　ｍａｔｒｉｘ）方式は、アノードラインとカソー
ドラインを互いに交差するように配置して特定画素に対応するラインを選択駆動するもの
で、能動マトリックス（ａｃｔｉｖｅ　ｍａｔｒｉｘ）方式は、各有機発光セルのアノー
ド電極に駆動薄膜トランジスタとコンデンサーを接続して、コンデンサー容量によって電
圧を維持する駆動方式である。この時、有機発光セルに発光のための電流を供給する駆動
薄膜トランジスタの電流量は、スイッチングトランジスタを通じて印加されるデータ電圧
によって制御され、スイッチングトランジスタのゲートとソースはそれぞれ互いに交差し
て配置されているゲート信号線（またはスキャンライン）とデータ信号線に連結される。
従って、ゲート信号線を通じて伝えられた信号によってスイッチングトランジスタがＯＮ
になれば、データラインを通じてデータ電圧が駆動薄膜トランジスタのゲート電圧に印加
され、これを通じて駆動薄膜トランジスタを通じて有機発光セルに電流が流れて発光が生
じる。ここで、それぞれのセルに配置されている駆動薄膜トランジスタのソースは電源電
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極に共通に連結され、ソースには電源電圧が伝達されるが、駆動薄膜トランジスタを通じ
て流れる電流量は電源電圧とデータ電圧差によって決まる。従って、階調によるデータ電
圧を印加することにより、駆動薄膜トランジスタの電流量を多様に調節して階調を定める
ことができ、このような有機発光セルはＲ、Ｇ、Ｂ画素毎に備えられてカラー画面を実現
する。
【０００４】
　しかし、電源電圧が減少すれば、同一なデータ電圧を印加しても駆動薄膜トランジスタ
に流れる電流量が減少して、所望の階調より暗い階調で画像が表示される。つまり、特定
の画素に明るい色を表示する時には、信号線を通じて伝達される電源電圧に対して電圧降
下が激しく発生し、所望のデータ電圧を印加しても駆動薄膜トランジスタを通じて流れる
電流は激減する。従って、電圧降下が発生した信号線に連結されている画素は所望の階調
より暗い階調で画像を表示して、クロストークが発生し、明るい色を表示する画素が増加
する分クロストークの発生はさらに増加する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が目的とする技術的課題は、電圧降下を最少化できる有機発光表示板を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　絶縁基板と、前記絶縁基板上に形成される電源電圧用電極と、前記電源電圧用電極上に
形成され、絶縁層からなる遮断層と、前記遮断層上に形成されている多結晶シリコン層と
、前記多結晶シリコン層上に形成されている第１絶縁膜と、前記第１絶縁膜上に形成され
ているゲート配線と、前記ゲート配線上に形成されている第２絶縁膜と、前記第２絶縁膜
上に形成されており、第１部分と第２部分とを有するデータ配線と、前記データ配線の前
記第１部分と連結されている画素電極と、前記画素電極上部に形成されている有機発光層
と、前記有機発光層の領域を限定している隔壁と、前記有機発光層と接している共通電極
と、を含み、前記電源電圧用電極は、複数の前記画素電極と重なるように前記絶縁基板の
上部面の全体に面状に形成されており、前記遮断層は前記電源電圧用電極の一部分を露出
させる開口部を有し、記第１絶縁膜及び前記第２絶縁膜は、前記開口部を通じて前記電源
電圧用電極の露出された部分を露出させる接触孔を有し、前記データ配線の前記第２部分
は、前記開口部と前記接触孔を通じて前記電源電圧用電極と連結される有機発光表示板を
提供する。
　前記開口部の幅は前記接触孔の幅より大きい。
【０００７】
　前記多結晶シリコン層は第１、第２トランジスタ部と、第２トランジスタ部と連結され
ている維持電極部とを含み、前記ゲート配線は前記第１、第２トランジスタ部及び前記維
持電極部とそれぞれ重なる第１、第２ゲート電極及び維持電極を含み、前記データ配線は
データ線と、前記データ線及び前記第１トランジスタ部のソース領域と連結されている第
１ソース電極と、前記第１トランジスタ部のドレーン領域及び前記第２ゲート電極と連結
されている第１ドレーン電極と、前記電源電圧用電極及び前記第２トランジスタ部のソー
ス領域と連結されている第２ソース電極と、前記画素電極及び前記第２トランジスタ部の
ドレーン領域と連結されている第２ドレーン電極を有する。
【０００８】
　前記画素電極は前記データ配線と同一物質で形成される層からなる。
　前記電源電圧用電極と前記第２ソース電極との間に形成されている電源電圧用補助電極
をさらに含む。
　前記隔壁は黒色感光剤で形成されている。
【０００９】
　また、絶縁基板と、前記絶縁基板上に形成される電源電圧用電極と、前記電源電圧用電
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極上に形成され、絶縁層からなる遮断層と、前記遮断層上に形成されている多結晶シリコ
ン層と、前記多結晶シリコン層上に形成されている第１絶縁膜と、前記第１絶縁膜上に形
成されているゲート配線と、前記ゲート配線上に形成されている第２絶縁膜と、前記第２
絶縁膜上に形成されており、第１部分と第２部分とを有するデータ配線と、前記データ配
線の前記第１部分と連結されている画素電極と、前記画素電極上部に形成されている有機
発光層と、前記有機発光層の領域を限定している隔壁と、前記有機発光層と接している共
通電極と、を含み、前記電源電圧用電極は、前記有機発光層に対応する部分に前記有機発
光層から発生する光を透過させる透過部を有し、前記電源電圧用電極は、複数の前記画素
電極と重なるように前記絶縁基板上に面状に形成されており、前記遮断層は前記電源電圧
用電極の一部分を露出させる開口部を有し、前記第１絶縁膜及び前記第２絶縁膜は、前記
開口部を通じて前記電源電圧用電極の露出された部分を露出させる接触孔を有し、前記デ
ータ配線の前記第２部分は、前記開口部と前記接触孔を通じて前記電源電圧用電極と連結
される有機発光表示板を提供する。
　前記開口部の幅は前記接触孔の幅より大きい。
【００１０】
　また、絶縁基板と、前記絶縁基板上に形成される電源電圧用電極と、前記電源電圧用電
極上に形成され、絶縁層からなる遮断層と、前記遮断層上に形成されている多結晶シリコ
ン層と、前記多結晶シリコン層上に形成されている第１絶縁膜と、前記第１絶縁膜上に形
成されているゲート配線と、前記ゲート配線上に形成されている第２絶縁膜と、前記第２
絶縁膜上に形成されており、第１部分と第２部分とを有するデータ配線と、前記データ配
線の前記第１部分と連結されている画素電極と、前記画素電極上部に形成されている有機
発光層と、前記有機発光層の領域を限定している隔壁と、前記有機発光層と接している共
通電極と、を含み、前記電源電圧用電極は、少なくとも前記多結晶シリコン層の一部に対
応する位置に形成されている第１開口部を有し、前記電源電圧用電極は、複数の前記画素
電極と重なるように前記絶縁基板上に面状に形成されており、前記遮断層は、前記電源電
圧用電極の一部分を露出させる第２開口部を有し、前記第１絶縁膜及び前記第２絶縁膜は
、前記第２開口部を通じて前記電源電圧用電極の露出された部分を露出させる接触孔を有
し、前記データ配線の前記第２部分は、前記第２開口部と前記接触孔を通じて前記電源電
圧用電極と連結される有機発光表示板を提供する。
　前記第２開口部の幅は前記接触孔の幅より大きい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明による有機発光表示板は、全面に形成された電源電圧用電極を有し、複数の画素
に伝達される電源電圧はほぼ同一で、電圧降下が生じても面抵抗として作用して表示板全
体にほぼ同一の電源電圧がそれぞれの画素に伝達され、任意の画素に対して輝度差異が激
しいことなく、クロストークを防止することができる。また、電源電圧用電極を全面的に
形成し、透過部を形成することによって透過部の面積を極大化することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　添付した図面を参照して本発明の実施例に対して本発明の属する技術分野における通常
の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。しかし、本発明は多様な形
態で実現することができ、ここで説明する実施例に限定されない。
【００１３】
　図面は種々の層及び領域を明確に表現するために厚さを拡大して示している。明細書全
体を通じて類似した部分については同一な図面符号を付けている。層、膜、領域、板など
の部分が他の部分の“上に”あるとする時、これは他の部分の“すぐ上に”ある場合に限
らず、その中間に更に他の部分がある場合も含む。逆に、ある部分が他の部分の“すぐ上
に”あるとする時は、中間に他の部分がないことを意味する。
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の実施例による有機発光表示板について説明する。



(6) JP 4813015 B2 2011.11.9

10

20

30

40

50

【００１５】
　図１は本発明の実施例による有機発光表示板で、図２は図１のII-II'線に沿った断面図
で、図３は図１のIII-III'線に沿った断面図である。
【００１６】
　絶縁基板１１０上にはアルミニウムやアルミニウム合金、銀や銀合金などと、低抵抗の
導電物質を含む電源電圧用電極１１２が形成されている。この時、電源電圧用電極１１２
は線形にパターニングされておらず、基板１１０上全面に積層されて面の形態を有する。
【００１７】
　電源電圧用電極１１２上部には酸化ケイ素または窒化ケイ素などからなる遮断層１１１
が形成され、遮断層１１１上に多結晶シリコン層１５３ａ、１５４ａ、１５５ａ、１５３
ｂ、１５４ｂ、１５５ｂ、１５７が形成されている。多結晶シリコン層１５３ａ、１５４
ａ、１５５ａ、１５３ｂ、１５４ｂ、１５５ｂ、１５７は第１トランジスタ部１５３ａ、
１５４ａ、１５５ａと第２トランジスタ部１５３ｂ、１５４ｂ、１５５ｂ及び維持電極部
１５７を含む。第１トランジスタ部１５３ａ、１５４ａ、１５５ａのソース領域（第１ソ
ース領域）１５３ａとドレーン領域（第１ドレーン領域）１５５ａはｎ型不純物でドーピ
ングされ、第２トランジスタ部１５３ｂ、１５４ｂ、１５５ｂのソース領域（第２ソース
領域）１５３ｂとドレーン領域（第２ドレーン領域）１５５ｂはｐ型不純物でドーピング
されている。この時、駆動条件によっては第１ソース領域１５３ａ及びドレーン領域１５
５ａがｐ型不純物でドーピングされ、第２ソース領域１５３ｂ及びドレーン領域１５５ｂ
がｎ型不純物でドーピングされることもある。ここで、第１トランジスタ部１５３ａ、１
５４ａ、１５５ａはスイッチング薄膜トランジスタの半導体であり、第２トランジスタ部
１５３ｂ、１５４ｂ、１５５ｂは駆動薄膜トランジスタの半導体である。
【００１８】
　多結晶シリコン層１５３ａ、１５４ａ、１５５ａ、１５３ｂ、１５４ｂ、１５５ｂ、１
５７上には、酸化ケイ素または窒化ケイ素からなるゲート絶縁膜１４０が形成されている
。ゲート絶縁膜１４０上には、アルミニウムやアルミニウム合金などのような低抵抗の導
電物質からなる導電膜を含むゲート線１２１と、第１、第２ゲート電極１２３ａ、１２３
ｂ及び維持電極１３３が形成されている。第１ゲート電極１２３ａはゲート線１２１の枝
のように形成され、第１トランジスタのチャンネル部（第１チャンネル部）１５４ａと重
なっており、第２ゲート電極１２３ｂはゲート線１２１とは分離され、第２トランジスタ
のチャンネル部（第２チャンネル部）１５４ｂと重なっている。維持電極１３３は第２ゲ
ート電極１２３ｂと連結され、多結晶シリコン層の維持電極部１５７と重なっている。
【００１９】
　ゲート線１２１と第１、第２ゲート電極１２３ａ、１２３ｂ及び維持電極１３３の上に
は第１層間絶縁膜８０１が形成され、第１層間絶縁膜８０１上にはデータ線１７１と第１
、第２ソース電極１７３ａ、１７３ｂ及び第１、第２ドレーン電極１７５ａ、１７５ｂが
形成されている。第１ソース電極１７３ａは第１データ線１７１ａの分枝として第１層間
絶縁膜８０１とゲート絶縁膜１４０を貫通している接触孔１８１を通じて第１ソース領域
１５３ａと連結されている。第２ソース電極１７３ｂは島状で、第１層間絶縁膜８０１と
ゲート絶縁膜１４０を貫通している接触孔１８４を通じて第２ソース領域１５３ｂと連結
され、第１層間絶縁膜８０１とゲート絶縁膜１４０及び遮断層１１１を貫通している接触
孔１８７を通じて電源電圧用電極１１２と連結されている。第１ドレーン電極１７５ａは
第１層間絶縁膜８０１とゲート絶縁膜１４０を貫通している接触孔１８２、１８３を通じ
て第１ドレーン領域１５５ａ及び第２ゲート電極１２３ｂと接触してこれらを互いに電気
的に連結している。第２ドレーン電極１７５ｂは第１層間絶縁膜８０１とゲート絶縁膜１
４０を貫通している接触孔１８６を通じて第２ドレーン領域１５５ｂと連結され、データ
線１７１と同一物質で構成されている。
【００２０】
　データ配線１７１、１７３ａ、１７３ｂ、１７５ａ、１７５ｂ上には、窒化ケイ素や酸
化ケイ素または有機絶縁物質などからなる第２層間絶縁膜８０２が形成され、第２層間絶
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縁膜８０２は第２ドレーン電極１７５ｂを露出する接触孔１８５を有する。
【００２１】
　第２層間絶縁膜８０２上部には、接触孔１８５を通じて第２ドレーン電極１７５ｂと連
結されている画素電極１９０が形成されている。画素電極１９０はアルミニウムまたは銀
合金などの反射性の良い物質で形成することが好ましい。しかし、必要によって画素電極
１９０をＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）またはＩＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚ
ｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）などの透明な絶縁物質で形成することもできる。透明な導電物質か
らなる画素電極１９０は表示板の下方向に画像を表示するボトム放出方式の有機発光に適
用し、この場合、電源電圧用電極１１２は以降形成される有機発光層７０から発光する光
が透過できるように透過部を有する必要がある。これに関しては、後に図面を参照して具
体的に説明する。不透明な導電物質からなる画素電極１９０は表示板の上方向に画像を表
示するトップ放出方式の有機発光に適用し、この場合、電源電圧用電極１１２は有機発光
層７０と基板１１１との間に多様に配置できる。製造コストの安価のために画素電極１９
０は第２ドレーン電極１７５ｂと一体で形成することもできる。
【００２２】
　第２層間絶縁膜８０２上部には、有機絶縁物質から構成されて有機発光セルを分離させ
るための隔壁８０３が形成されている。隔壁８０３は画素電極１９０周辺を囲って有機発
光層７０が充填される領域を限定している。隔壁８０３は黒色の顔料を含む感光剤を露光
、現像することによって遮光膜の役割をすると同時に、形成工程も単純化することができ
る。隔壁８０３に囲まれた画素電極１９０上の領域には有機発光層７０が形成されている
。有機発光層７０は赤色、緑色、青色の一つの光を放出する有機物質からなり、赤色、緑
色及び青色の有機発光層７０が順番に繰り返して配置されている。
【００２３】
　有機発光層７０と隔壁８０３の上にはバッファー層８０４が形成されており、バッファ
ー層８０４は場合によって省略できる。
【００２４】
　バッファー層８０４の上には共通電極２７０が形成されている。共通電極２７０はＩＴ
ＯまたはＩＺＯなどの透明な導電物質から構成される。そして、画素電極１９０がＩＴＯ
またはＩＺＯなどの透明な導電物質から構成される場合には、共通電極２７０はアルミニ
ウムなどの反射性の良い金属で構成することができる。
【００２５】
　一方、図示していないが、共通電極２７０の電導性を補完するために低抵抗の金属で補
助電極を形成することもできる。補助電極は共通電極２７０とバッファー層８０４との間
または共通電極２７０上に形成することができ、有機発光層７０とは重ならないように隔
壁８０２に沿ってマトリックス状に形成することが好ましい。
【００２６】
　このような有機発光表示板の駆動について簡単に説明する。ゲート線１２１にＯＮパル
スが印加されれば第１トランジスタがＯＮになり、第１データ線１７１を通じて印加され
る画像信号電圧またはデータ電圧が第２ゲート電極１２３ｂに伝達される。第２ゲート電
極１２３ｂに画像信号電圧が印加されれば第２トランジスタがＯＮになり、データ電圧に
よる電流が画素電極１９０と有機発光層７０に流れるようになって有機発光層７０は特定
波長帯の光を放出する。この時、第２薄膜トランジスタを通じて流れる電流の量によって
有機発光層７０が放出する光の量が変わり輝度が変わる。この時、第２トランジスタが流
せる電流量は第１トランジスタを通じて伝えられる画像信号電圧と電源電圧用電極１１２
を通じて伝えられる電源電圧との差の大きさによって定まる。
【００２７】
　このような本発明の第１の実施例による有機発光表示板では、電源電圧用電極１１２が
全面的に形成されて複数の画素に伝達される電源電圧はほぼ同一であり、電圧降下が生じ
ても面抵抗として作用して表示板全体にほぼ同一の電源電圧がそれぞれの画素に伝達され
、任意の画素に対する輝度の差が減少し、クロストークを防止することができる。
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【００２８】
　以下、このような有機発光表示板を製造する方法を図４ａ～図１０及び図１～３を参照
して説明する。
【００２９】
　まず、図４ａ～図４ｃに示すように、絶縁基板１１０上に導電物質を積層して電源電圧
用電極１１２を形成する。この時、電源電圧用電極１１２に開口部または透過部を形成す
るためにマスクを利用した写真エッチング工程で電源電圧用電極１１２をパターニングす
ることもできる。次に、酸化ケイ素などを蒸着して遮断層１１１を形成し、遮断層１１１
上に非晶質シリコン層を蒸着する。非晶質シリコン層の蒸着はＬＰＣＶＤ（ｌｏｗ　ｔｅ
ｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｖａｐｏｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）、ＰＥＣ
ＶＥ（ｐｌａｓｍａ　ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｖａｐｏｒ　ｄｅｐｏｓｉ
ｔｉｏｎ）またはスパッタリングによって行うことができる。次に、非晶質シリコン層を
レーザー熱処理して多結晶シリコンに変換する。
【００３０】
　次に、多結晶シリコン層を写真エッチングして第１、第２トランジスタ部１５０ａ、１
５０ｂと維持電極部１５７を形成する。
【００３１】
　次に、図５ａ～図５ｃに示すように、多結晶シリコン層１５０ａ、１５０ｂ、１５７上
にゲート絶縁膜１４０を蒸着する。次いで、ゲート用金属層１２０を蒸着して感光膜を塗
布し、露光及び現像して第１感光膜パターンＰＲ１を形成する。第１感光膜パターンＰＲ
１をマスクとしてゲート金属層１２０をエッチングすることによって第２ゲート電極１２
３ｂと維持電極１３３を形成し、露出されている第２トランジスタ部１５０ｂ多結晶シリ
コン層にｐ型不純物イオンを注入して第２ソース領域１５３ｂと第２ドレーン領域１５５
ｂを形成する。この時、第２トランジスタ部１５０ａ多結晶シリコン層は第１感光膜パタ
ーンＰＲ１及びゲート金属層１２０に覆われて保護される。
【００３２】
　次に、図６ａ～図６ｃに示すように、第１感光膜パターンＰＲ１を除去し、感光膜を新
しく塗布して、露光及び現像して第２感光膜パターンＰＲ２を形成する。第２感光膜パタ
ーンＰＲ２をマスクとしてゲート金属層１２０をエッチングすることによって第１ゲート
電極１２３ａ及びゲート線１２１を形成し、露出されている第１トランジスタ部１５０ａ
多結晶シリコン層にｎ型不純物イオンを注入して第１ソース領域１５３ａと第１ドレーン
領域１５５ａを形成する。この時、第２トランジスタ部１５０ａは第２感光膜パターンＰ
Ｒ２に覆われて保護される。
【００３３】
　次に、図７ａ～図７ｃに示すように、ゲート配線１２１、１２３ａ、１２３ｂ、１３３
上に第１層間絶縁膜８０１を積層し、ゲート絶縁膜１４０と一緒にエッチングして第１ソ
ース領域１７３ａ、第１ドレーン領域１７５ａ、第２ソース領域１７３ｂ及び第２ドレー
ン領域１７５ｂをそれぞれ露出させる接触孔１８１、１８２、１８４、１８６と、第２ゲ
ート電極１２３ｂの一端部を露出させる接触孔１８３を形成する。この時、接触孔１８４
に隣接するように電源電圧用電極１１２の一部を露出する接触孔１８７も一緒に形成する
。
【００３４】
　次に、図８ａ～図８ｃに示すように、データ金属層を積層して写真エッチングしてデー
タ配線１７１、１７３ａ、１７３ｂ、１７５ａ、１７５ｂを形成する。この時、画素電極
１９０をデータ配線１７１ａ、１７１ｂ、１７３ａ、１７３ｂ、１７５ａと共に一体で形
成することもでき、画素電極１９０をＩＴＯまたはＩＺＯなどの透明な導電物質で形成す
る場合にはデータ配線１７１、１７３ａ、１７３ｂ、１７５ａ、１７５ｂとは別の写真エ
ッチング工程によって形成する。
【００３５】
　次に、図９ａ～図９ｃのように、データ配線１７１、１７３ａ、１７３ｂ、１７５ａ、
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１７５ｂを覆う第２層間絶縁膜８０２を積層し、マスクを利用した写真エッチング工程で
パターニングして、第２ドレーン電極１７５ｂを露出する接触孔１８５を形成する。
【００３６】
　次に、図１０ａ～図１０ｃのように、透明な導電物質または低抵抗を有する導電物質を
積層しパターニングして画素電極１９０を形成する。
【００３７】
　次に、図１～図３に示すように、画素電極１９０が形成されている第２層間絶縁膜８０
２上に黒色顔料を含む有機膜を塗布し、露光及び現像して隔壁８０３を形成し、各画素領
域に有機発光層７０を形成する。この時、有機発光層７０は多層構造から構成されること
が一般的である。有機発光層７０はマスキングした後、蒸着、インクジェットプリンティ
ングなどの方法によって形成する。
【００３８】
　次に、有機発光層７０上に電導性有機物質を塗布してバッファー層８０４を形成し、バ
ッファー層８０４上にＩＴＯまたはＩＺＯを蒸着して共通電極２７０を形成する。この時
、図示していないが、共通電極２７０形成の前後にアルミニウムなどの低抵抗物質で補助
電極を形成することができる。また、画素電極１９０を透明導電物質で形成する場合には
共通電極２７０を反射性の優れた金属で形成する。
【００３９】
　本発明の第１の実施例による有機発光表示板及びその製造方法において、画素電極１９
０を不透明な導電膜で形成し、共通電極２７０を透明な導電物質で形成して、画像を表示
板の上部方向に表示するトップ発光方式について説明した。ここで、電源電圧用電極１１
２は有機発光層７０下部の別の位置に形成することができ、遮断層１１１の下部に位置す
ることに限定されない。
【００４０】
　一方、前述のように、画素電極１９０を透明導電物質で形成し、共通電極２７０を不透
明な導電物質で形成する場合には、画像を表示板の下部に表示するボトム放出方式の表示
板に適用する。この時、電源電圧用電極１１２は有機発光層７０から発生した光が基板１
１０の下部方向に透過できるように開口部や透過部を有することが必要である。これに対
して図面を参照して具体的に説明する。
【００４１】
　図１１は本発明の第２の実施例による有機発光表示板の構造を示す配置図で、図１２は
図１１のXIb-XIb'線に沿った断面図で、図１３は図１１のXIc-XIc'線に沿った断面図で、
図１４は本発明の第３の実施例による有機発光表示板の構造を示す断面図で、図１５は本
発明の第４の実施例による有機発光表示板の構造を示す断面図である。
【００４２】
　図１１～図１３のように、構造においては第１の実施例と概ね同様であるが、画素電極
１９０に対応する電源電圧用電極１１２が、画像を表示するために有機発光層７０から発
光する光を透過できるように透過部Ｔを有している。この時、電源電圧によるスイッチン
グ薄膜トランジスタの影響を最少化するために、第１トランジスタ部１５３ａ、１５４ａ
、１５５ａのソース領域１５３ａとドレーン領域１５５ａとの間のチャンネル部に対応す
る電源電圧用電極１１２には開口部Ｓが形成されている。
【００４３】
　このような本発明の第２の実施例による有機発光表示板の製造工程では、電源電圧用電
極１１２を積層し、マスクを利用した写真エッチング工程でパターニングして開口部Ｓと
透過部Ｔを形成する。このような本発明の第２の実施例による有機発光表示板は、第１の
実施例による効果のみだけでなく、電源電圧用電極１１２を全面に形成し、透過部Ｔを形
成することによって、電源電圧を伝達するための信号線を線形に形成する場合より透過部
の面積を極大化することができる。
【００４４】
　図１４のように、本発明の第３の実施例による有機発光表示板にはゲート配線１２１、
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１２３ａ、１２３ｂ、１３３と、同一層に電源電圧用補助パターン１２７が形成されてい
る。ここで、ゲート絶縁膜１４０には電源電圧用補助パターン１２７と電源電圧用電極１
１２を連結するための接触孔１４７が設けられ、第１層間絶縁膜８０１上部に形成されて
いる第２ソース電極１７３ｂは接触孔１８７を通じて電源電圧用補助パターン１２７と連
結されている。
【００４５】
　図１５のように、本発明の第４の実施例による有機発光表示板では、遮断層１１１には
開口部１１７が形成され、第２ソース電極１７３ｂと電源電圧用電極１１２を連結するた
めに第１層間絶縁膜８０１、ゲート絶縁膜１４０及び遮断層１１１を貫通している接触孔
１８７が遮断層１１７の開口部１１７の内側に位置している。
【００４６】
　以上、本発明の好ましい実施例について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれに
限定されず、請求の範囲で定義している本発明の基本概念を利用した当業者の多様な変形
及び改良形態も本発明の権利範囲に属するものである。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の第１の実施例による有機発光表示板の構造を示す配置図である。
【図２】図１のII-II'線に沿った断面図である。
【図３】図１のIII-III'線に沿った断面図である。
【図４ａ】本発明の第１の実施例による有機発光表示板を製造する第１段階の配置図であ
る。
【図４ｂ】図４ａのIVb-IVb'線に沿った断面図である。
【図４ｃ】図４ａのIVc-IVc'線に沿った断面図である。
【図５ａ】図４ａの次の段階の有機発光表示板の配置図である。
【図５ｂ】図５ａのVb-Vb'線に沿った断面図である。
【図５ｃ】図５ａのVc-Vc'線に沿った断面図である。
【図６ａ】図５ａの次の段階の有機発光表示板の配置図である。
【図６ｂ】図６ａのVIb-VIb'線に沿った断面図である。
【図６ｃ】図６ａのVIc-VIc'線に沿った断面図である。
【図７ａ】図６ａの次の段階の有機発光表示板の配置図である。
【図７ｂ】図７ａのVIIb-VIIb'線に沿った断面図である。
【図７ｃ】図７ａのVIIc-VIIc'線に沿った断面図である。
【図８ａ】図７ａの次の段階の有機発光アレイ表示板の配置図である。
【図８ｂ】図８ａのVIIIb-VIIIb'線に沿った断面図である。
【図８ｃ】図８ａのVIIIc-VIIIc'線に沿った断面図である。
【図９ａ】図８ａの次の段階の有機発光表示板の配置図である。
【図９ｂ】図９ａのIXb-IXb'線に沿った断面図である。
【図９ｃ】図９ａのIXc-IXc'線に沿った断面図である。
【図１０ａ】図９ａの次の段階の有機発光表示板の配置図である。
【図１０ｂ】図１０ａのXb-Xb'線に沿った断面図である。
【図１０ｃ】図１０ａのXc-Xc'線に沿った断面図である。
【図１１】本発明の第２の実施例による有機発光表示板の構造を示す配置図である。
【図１２】図１１のXIb-XIb'線に沿った断面図である。
【図１３】図１１のXIc-XIc'線に沿った断面図である。
【図１４】本発明の第３の実施例による有機発光表示板の構造を示す断面図である。
【図１５】本発明の第４の実施例による有機発光表示板の構造を示す断面図である。
【符号の説明】
【００４８】
　　７０　　有機発光層
１１２　　電源電圧用電極
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１２３ａ、１２３ｂ　　ゲート電極
１５３ａ、１５３ｂ　　ソース領域
１５５ａ、１５５ｂ　　ドレーン領域
１５４ａ、１５４ｂ　　チャンネル部
１７１ａ　　第１データ線
１７３ａ、１７３ｂ　　ソース電極
１７５ａ　　ドレーン電極
１９０　　画素電極
２７０　　共通電極
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【図３】
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